_ Montagem e otimizacao
de equipamento de etching
para modificacao de superficies
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Neste trabalho sera dado enfase na otimizacao e montagem de
um dispositivo conhecido por cavidade ressonante, o qual
realizara o processo de etching pelo método de feixe de ions.

A preparacao da superficie & primordial na eficiencia de
processos de modificacao de superficies. Uma limpeza prévia é
utilizada para melhorar a adesao de filmes finos depositados,
sejam eles por PVD ou CVD e também para aumentar a eficacia
de processos termoquimicos.

O etching € um exemplo de limpeza fisica, no qual as impurezas

da superficie, incluindo oéxidos, sao removidas por
bombardeamento de ions.
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A cavidade ressonante foi instalada junto a camara de vacuo, os
sistemas de refrigeracao, alimentacao de gas, valvula de
estrangulamento, medidores de pressao foram avaliados.

Em posteriores testes, amostras de vidro foram postas dentro da
camara com gas argonio (gas inerte) e submetidas ao processo
de etching. Algumas das amostras possuiam um filme de titanio
anteriormente depositado em sua superficie através de
sputtering.

Plasma sendo
gerado

Uma fonte de tensao alternada de radiofrequéncia de 13,56 MHz
foi utilizada para alimentar o eletrodo oco da cavidade
ressonante. Buscou-se estabelecer e padronizar os melhores
parametros em cada etapa do processo de etching, com isso
melhorando a eficiéncia do equipamento.

Fonte RF

Camara de vacuo
com a cavidade
ressonante

Controlador
do fluxo de gas
argonio
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O processo de etching exige uma pressao com gas de trabalho
de 8 x 103 mbar, conforme literatura consultada.

As pressoes de vacuo atingidas sem o gas de trabalho bem como
os parametros para os teste sao mostrados na tabela abaixo:

Vidro 1 6,7 x107° 80 100 2,5
Vidro 2 5,7 x107° 80 50 2,5
Vidro 3 58x107° 30 50 2,5
Vidro 4 6,6 x 1075 30 100 2,5

Uma mascara de aluminio foi utilizada sobre as placas de vidro
para fins comparativos das regioes expostas ao feixe de ions com
as regioes nao expostas. As amostras de vidro apos o processo
sao mostradas abaixo:

Vidro 1 Vidro 2

Vidro 3 Vidro 4

As amostras sofreram alteracoes superficiais, mudando sua
coloracao nas regioes expostas ao feixe de ions. Analisa-se a
hip6tese de a mudanca de coloracao ser decorrente da
deposicao de materiais advindos das laterais da cavidade
ressonante, na maior parte ferro, o que seria um ponto negativo
ao processo, afinal busca-se remover material da superficie das
amostras. Novos testes estao sendo feitos com diferentes
parametros afim de se conseguir atingir o etching desejado.
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